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Zur Untersuchung der Strom-Spannungs-Charakteri-
stiken der Feldemission von Halbleitern wurden Ein-
kristalle von Silicium und Tellur verwendet. 

Die Siliciumkristalle wurden durch Reduktion von 
SiCl4 mit Zink nach einer bei H. v. WARTENBERG ange-
gebenen Methode 1 gezüchtet, die Tellurkristalle durch 
Reduktion von TeCl 4 im Wasserstoffstrom (SYRBE 2) *. 
(Dicke: Si : 10 bis 5 0 ^ , T e : 5 0 bis 1 0 0 Länge: Si : 
1 bis 3 mm, T e : 2 bis 4 mm.) Die Siliciumkristalle wa-
ren meist p-leitend, die Tellurkristalle (Nadelkristalle 
mit sechseckigem Querschnitt) sind bei Zimmertempe-
ratur eigenleitend oder befinden sich im Übergangs-
gebiet zwischen Stör- und Eigenleitung 2 . 

Die Kristalle wurden durch elektrolytisches Ätzen mit 
feinen Spitzen versehen, deren Krümmungsradien nach 
mikroskopischer Beobachtung 1 bis 10 /u betrugen. Die 
mit Indium kontaktierten Kristalle wurden nach 24-
stündigem Ausheizen der Versuchsröhre ( T e : 2 0 0 ° C ; 
Si : 4 0 0 ° C) bei einem Drude von höchstens 1 0 - 7 Torr 
untersucht. 

In den Abb . 1 und 2 sind einige der bei Zimmertem-
peratur erhaltenen Kennlinien in der üblichen Weise 
dargestellt ( / : Emissionsstrom; U : Spannung an der 
Versuchsröhre). Während die Tellur-Kennlinien im un-
tersuchten Bereich keine Abweichung von der Linearität 
erkennen lassen, zeigen die Silicium-Kennlinien bei klei-
nen Feldstärken ein charakteristisches Abbiegen, das 
auch bei ZnS- und CdS-Einkristallen gefunden wurde 3 . 
Dieser Verlauf ist nach den Rechnungen STRATTONS 4 

durch Oberflächenzustände bedingt. 

S o w o h l v o n D ' A S A R O 5 a l s a u c h v o n ALLEN 6 w u r d e n 

an Silicium nur geradlinige Charakteristiken gemessen. 
Während bei D'ASARO der angegebene Strombereich von 
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Abb. 1. Abb. 2. 
Abb. 1. Strom-Spannungs-Kennlinien dreier Silicium-

Einkristalle bei Zimmertemperatur. 
Abb. 2. Strom-Spannungs-Kennlinien dreier Tellur-

Einkristalle bei Zimmertemperatur. 

4 • 1 0 ~ 6 bis 2 • 1 0 - 9 A um ein bis zwei Größenordnungen 
oberhalb der von uns gefundenen Knickpunkte liegt, 
kann aus den Angaben ALLENS nur vermutet werden, 
daß sein Meßbereich ebenfalls bei höheren Stromstär-
ken lag. 

Da unsere Spitzen nicht durch Glühen gereinigt wer-
den konnten, wäre allerdings ein Einfluß von Adsor-
baten auf die Kennlinienform denkbar. 

In Übereinstimmung mit den gefundenen Kennlinien 
ist bei Silicium eine große Anzahl von Oberflächen-
zuständen zu erwarten, die von der Störung des perio-
dischen Potentialverlaufes durch die Oberfläche her-
rühren. Bei Tellur hingegen sind infolge der geringen 
Breite der verbotenen Zone und der Lage der Gleich-
gewichtsgitter-Konstanten (GÄSPAR 7 ) nur wenig Ober-
flächenzustände dieser Art anzunehmen. 
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